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１．概要（Summary） 

超音波の減衰率計測は材料内部における欠陥量や原

子の動的挙動をとらえることのできる有力な手法の一つで

ある。特に高周波・短波長の超音波を用いることでより微

細な欠陥をもとらえることができ、また散乱要因が非調和

性から Rayleigh 散乱へと変わるため、サブ THz オーダ

の超高周波領域において超音波の減衰率を計測すること

は重要である。 

そこで本研究では石英ガラスの音響減衰率を

GHz-THz 帯において正確に計測するため、石英ガラス

自立膜を作製しピコ秒超音波法[1,2]による減衰率の計測

を行う。ナノテクプラットフォームにおいては厚さ 2–6 m

の石英ガラス付きの Si 基板に対して基板側から直径

5–100 mのエッチング加工を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

多元 DC/RF スパッタ 

SEM付集束イオンビーム装置 

深掘りエッチング装置 

RF スパッタ成膜装置：金属成膜用 

電子ビームリソグラフィー装置 

LED描画システム 

【実験方法】 

事前に Si基板上に厚さ 50 nmの Crを成膜した試料

を用意する。これをエタノール溶液中で超音波洗浄し、続

けてプラズマクリーニングを行う。その後、試料の割れを

防止するためにレジスト（AZ1500）を用いてSiウェハに張

り付けたのち、レジスト（HDMS、AZ5214）層を作成する。

そのレジストに対して LED 描画システムを用いて Fig. 1

のようなパターン状に露光し、現像・Cr エッチャーによる

Cr 膜の除去を行う。このような試料に対して深堀エッチン

グ装置により Si 基板をドライエッチングし、完了後に有機

溶媒を用いて試料をリフトオフする。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

大きさの異なるパターンを用意することで同じ加工条件

でも局所的にレートを変更した。これにより Si 基板のエッ

チングがちょうど完了した状態を作り出すことが可能となる。

同パターンに対してレート数を変更して試料を作製したと

ころ、微細な構造では Si のエッチングが完了していない

が幅の広い構造ではエッチングがちょうど完了させること

に成功した。 
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Fig. 1 Schematic drawing of the pattern. 


